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（Charge Collection Efficiency: CCE）を評価した。CCE は逆バイアス電圧の増加に伴い上昇し、や




は 1 MeV、最大照射量はΦ = 6×1016 /cm2 である。電子線照射の前後において、ダイオードの電流
電圧特性および粒子検出特性、エピタキシャル層のキャリア濃度等を評価した。電子線の照射量
がΦ = 1×1015 /cm2 では、CCE の飽和値に変化は見られなかった。しかし、順方向電流および少数
キャリアの拡散長、エピタキシャル層のキャリア濃度の低下が観測された。これらの低下現象は、
電子線照射によってダイオードの基板結晶中に格子欠陥が生成され、それらがキャリアの再結合
中心として働くためであると考えられる。CCE の飽和値は、Φ = 5×1015 /cm2 以上で低下した。し
かし、Φ = 6×1016 /cm2 の大量の電子線を照射した後も、約 68%の CCE が保持されることが明らか
になった。 
 
